
黄鼎铭          简历 

北京量子信息科学研究院，量子计算研究部， 助理研究员 

 

一、教育经历： 

（1）2015-09 至 2021-07，中国科学院大学，凝聚态物理，博士 ，导师：张建

军 

（2）2011-09 至 2015-07，南开大学，物理学，学士 

 

二、博士后工作经历： 

（1）2021-10 至 2023-10，北京量子信息科学研究院，导师：徐洪起，常凯 

 

三、科研与学术工作经历： 

（1）2023-12 至 今，北京量子信息科学研究院，量子计算研究部，助理研究员 

 

四、主持或参加的科研项目： 

（1）国家自然科学基金委员会，重大研究计划，92565304，半导体自旋量子比

特的集成与操控，2026-01-01 至 2028-12-31，600 万元，在研，参与； 

（2）国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目（C 类）[原青年科学基金项

目 ], 12304207, 局域应变调制的磷原子面内选择性掺杂 , 2024-01-01 至 

2026-12-31, 30 万元, 在研, 主持； 

（3） 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 61975230, SOI 基嵌入式 InAs 量子

点激光器的制备与集成, 2020-01-01 至 2023-12-31, 59 万元, 结题, 参与； 

（4）中国科学院战略性先导科技专项——功能导向的原子制造前沿科学问题，

2021-01-01 至 2021-12-31，结题，参与。 

 

五、代表性论著： 

（1） Ding-Ming Huang; Jian-Huan Wang; Jie-Yin Zhang; Yuan Yao; Hongqi Xu; 

Jian-Jun Zhang; Atomically Resolved Electron Reflectivity at a Metal/Semiconductor 

Interface, Advanced Science, 2025, e15182.  (期刊论文)  ( 本人标注: 共同第一



作者, 共同通讯作者 ) 

（2） Huang, Ding-Ming; Fu, Bin-Xiao; Wang, Jian-Huan; Chu, Yi-Xin; Han, Dong; 

Xu, H. Q.; Zhang, Jian-Jun; Atomic step guided self-assembled growth of indium 

nanowires on germanium, Journal of Applied Physics, 2025, 137(24): 245303      

(期刊论文)  ( 本人标注: 唯一第一作者 ) 

（3） Wang, Jian-Huan; Ming, Ming; Huang, Ding-Ming; Zhang, Jie-Yin; Luo, Yi; 

Fu, Bin-Xiao; Chu, Yi-Xin; Yao, Yuan; Xu, Hongqi; Zhang, Jian-Jun; Scalable and 

Tunable In-Plane Ge/Si(001) Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy, Nano 

Letters, 2025, 25(28): 11125-11133.   (期刊论文)  ( 本人标注: 其他情况 ) 

（4）Jie-yin Zhang; Ming Ming; Jian-huan Wang; Ding-ming Huang; Han Gao; 

Yi-xin Chu; Bin-xiao Fu; H. Q. Xu; Jian-jun Zhang ; High-quality Ge/SiGe 

heterostructure with atomically sharp interface grown by molecular beam epitaxy, 

Applied Physics Letters, 2024, 125: 122106. (期刊论文)  ( 本人标注: 其他情况 ) 

（5） Ding‐Ming Huang; Xu Wu; Kai Chang; Hao Hu; Ye‐Liang Wang; H. Q. Xu; 

Jian‐Jun Zhang; Strain Effects in Twisted Spiral Antimonene, Advanced Science, 

2023, 10: 2301326.  (期刊论文)  ( 本人标注: 唯一第一作者, 共同通讯作者 ) 

（6） Huang Dingming; Zhang Jieyin; Wang Jianhuan; Wei Wenqi; Wang Zihao; 

Wang Ting; Zhang Jianjun; Bufferless Epitaxial Growth of GaAs on Step-Free 

Ge(001)Mesa, Chinese Physics Letters, 2021, 38(6): 068101.   (期刊论文)  ( 本人

标注: 唯一第一作者 ) 

 

六、论著之外的代表性研究成果和学术奖励： 

(1) 黄鼎铭 ; 徐洪起 ; 张建军  ; 一种锗硅量子阱材料及其制备方法与应用 , 

2024-11-28, 中国, 2024117315360 (发明专利)； 

(2) 张建军; 黄鼎铭 ; 锗衬底-砷化镓/锗异质结薄膜复合结构及其制法和应用, 

2021-03-15, 中国, 202110274722.6 (发明专利)； 

(3) 黄鼎铭; 韦文奇; 张建军 ; 无原子台阶 Ge(001)面上 GaAs/AlGaAs 量子阱

的生长, 第十四届全国分子束外延学术会议 , 江苏溧阳长三角物理研究中心, 

2021-10-19 至 2021-10-22 (会议论文)。 


